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No es aventurado afirmar que los logros tecnolbgicos
mds importantes de los (ltimos anos han dependido de la Mi
croelectrbnica. No hubiera sido posible sin el concurso de -
esta tecnclogia enviear hombres a la Luna, explorar el sis-
tema solar, o construir las armas estratégicas cue hoy do-
minan la polftica mundial. Microcircuitos integradcs son e
senciales en sistemas que van desde los satélites de tele-
comunicaciones hasta los relojes digitales hoy 2l &alcance
de todo el mundo. Quizds menos notorio pero sin duda m&s
significativo ha sido el impacto sobre las computadoras.
El desarrollo explosivo que ha tenido en estos Gltimos a-
nos la MicroelectrSnica ha permitido que el costo por uni-
dad de memoria de una computadora haya disminuido un fac-
tor 25 en los Gltimos 10 anos.

Este procesoc ha convertidc a la informacibn en ur re-
curso, con la particularidad de que no se consume .2n su u
tilizacibn, y como tal, debe ser posible de manejarse en
forma masiva. Como consecuencia de esto, es inevitable que
los paises desarrollados gque protagonizan esta nueva revo-
lucibn, pongan al alcance de los en vias de desarrolic unz
de las herramientas mis importantes para la disminucidén de
la brecha tecnol6gica, como es la informacifn.

Por ejemplo, el acceso a los bancos de datos via saté
lite permite a estos paises obtener informacidn en forma
irmediata sin pasar por el paciente y a veces prohibitivo
proceso de acumulacidn en importantes biblioiecas.

En otras palabras y como ha sucedido en otras circuns
tancias de la historia, el propio proceso de crecimiento
cue lleva a algunos paises a convertirse en los mis podero
sos del mundo, en esta ocasibén a través de la tecnologia
genecra las armas que permita a lcs pafses rezagados que las
sepan aprovechar usarlas para alcanzar a los primeros.




Hoy en dia la electrbnica gracias a la Microelectrdnmi- _
ca ha invadido todos los &mbitos de la actividad humana.
Sistemas que aver s6lo eran consideraddos comoc posibies pa-
ra 1as-grandes empresas o los mds ambiciosos programas cien
tificos hoy scn accesibles a las peguenas organizaciones.
Las ventajas evidentes que el uso de la electr6nica otorgd
a las actividades productivas, hace imposible pensar en un
futuro sin el uso de ésta, asi como deépués de la revolu-
cibn industrial no subsistieron aquellos cue no incorpora-

ron la mecanizacibn a su actividad.

Ante esta realidad, los paises que no hagan un esfuer
zo destinadc a obtener y desarrollar tecnologia en esta &-.
rea no tendrén presencia relevante er el futuro.

Veamos ahora la problem&tica gue plantea a la Argenti
na este proceso de incorporacidn de tecnologia en Microe-
lectrdnica.

La velocidad con que un pais puede desarrollar una tec
nologia ests® acotada por los recursos que dispone para ello.

Por recursos entendemos los financieros, humanos e in
. fraestructurales; de los cuales, los humanos e infraestruc
turales no pueden ser modificados sustancialmente en cor-
tos plazos.

Uno puede pensar ficilmente que los recursos financie
ros asignados actualmente a proyectos en el &rea de Micro-
electrbnica se incrementan en un orden de magnitud, sirn em
bargo, no es posible pensar que de lcs 50 6 100 especialis
tas en diversos temas relacionados a esta tecnologia con
que cuenta el Pafs, se pueda pasar a disponer ripidamente
de una capacidad humana de 500 6 1000 personas entrenadas
en esta &rea.




igual razcnamiento es aplicable a la infraestructura
de apoyo que brinda el Pais. Pasar de un sistema de trata
miento de agﬁa de laboratorio a uno que abastezca las ne-
cesidades de agua de ultra alta pureza para una planta pi
loto de transistores demand6 en Argentina mds de un ano,

debido a la falta de experiencia de la industria local.

Esta situacibn en un pais como la Argentina obliga a
que la insercibn de una tecnologia como la Microelectrdni
ca s6lo puede ser realizada trabajando simult&neamente en
todos los frentes, entre la investigacibn aplicada y la in
dustria.

Esto es asi porque como precisamente se trata de ins-
taurar y consolidar una tecnologia que no existe en el Palis
por lo tanto no hay ni industria que demande resultados, ni
Universidades que formen recursos humanos en esta tecnolo-
gia, ni investigadores que traten de resolver los problemas
que plantea el desarrollo.--

Frente a esta situacibn surgen normalmente dos posicio
nes que suelen presentarse como contrapuestas, la del desa
rrollo autéctono versus la de compra en el exterior de tec

" nologia. Sin embargo, esta es una falsa alternativa: pues,
si bien la adquisicibn de tecnologfa implica un salto tec-
nolégico moment&neo, si los recursos del Pais no permiten
mantener esta nueva situacidn relativa con respecto a los
paises desarrollados, ré&pidamente se volverd a una similar
condicibén de atraso. Por otra parte no es pensable el desa
rrollo totalmente local en todas las &reas de la Microelec-
trbénica, cuando ni adn los pafises més deéarrollados'siguen
esta via. Se puede citar como ejemplo, los acuerdos mutucs
de intercambio de licencias entre I.B.M. y las cinco mayo-
res compaifas japonesas gue operan en el campo de los dis-
positivos semiconductores: N.E.C., Hitachi, Toshiba, Fujit




su, Mitsubishi.

De esta manera, la verdadera opcibn es una combinacibn
de desarrollo local y adquisicién de tecnologie armonizada
con las potencialidades del Pafs y encuadrada en la pocliti
ca de desarrollo tecnelbgico nacional.

En Argentina con ese objeto fue formado el Centro de
Investigaciones en Componentes Electrbnicos - CENICE -, con
el concurso de las instituciones estatales que represerntan
a las &reas de Defensa, de la Ciencia y Tecnologia y el con
sumo en electrbnica; CITEFA, SUBCYT, CONICLT y SUBSECOM, p2a
ra :

- Hacer mis eficiente el esfuerzo que ciencia y técnica rez

.. liza en el &rea. : :

- Asesorar a Organismos del Estado en negociaciones que in-
volucren estas tecnologias. - -

- Satisfacer requerimientos especiales de dispositivos por
parte de las Fuerzas Armadas, empresas de servicios y/o
productoras de sistemas electrbnicos profesionales.

- Transferir al sector productivo nacional tecnolcgias pro
pias o extranjeras adaptadas y puestas a punto.

.- Facilitar el desarrollo de sistemas electr8nicos en el
Pais. '

- Garantizar la calidad de los componentes que se proveen
a las Fuerzas Armadas y Organismos del Estado,.

de la forma en que se mencionan en el Apéndice 1; habiendo

alcanzado a la fecha "- desarrollo que se puede ver en el

Apendice 2, donde se describen los principales aspectos del

Centro. '

Consideremos cual ha sido la velocidad con que se ha
desarrollado la Microelectrbnica en los paises de alta tec
nologfa. En el afio 1964, Gordon Moore, Director de Desarro
llo de Fairchild {U.S.A.), observé que desde la produccién
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de transistores planares, a fines de 1959, el nGmero de e-
lementos por circuitos integrado habfa ido duplicdndose a-
nualmente y predijo gue esa tendencia se mantendria. Hasta
el presente no se han producido desviaciones significati-

vas de esta Ley, habiéndose aumentado la complejidad desde
un simple transistor hasta circuitos integrados que inclu-
yen mds de 200.000 transistores en una misma pastilla. Es

decir, la Ley de Moore se ha verificado a lo largo de 20

afios para incrementos de 5 6rdenes de mzgnitud.

La cantidad de componentes que pueden ser integrados
en una pastilla es el mejor indice para evaluar la capaci-
dad tecnolégica en el &rea de la Microelectrdnica. En lo
que sigue utilizaremos este par@&metro para cuantificar el

desarrollo de la Microelectrbnica en nuestro Pais.
Veamos cual es la situacién en la Argentina.

Numerosos intentos de desarrollo de Microelectrbdnica -
se-han ensayado desde la década del 60, sin embargo, recién
en el afo 1974 se comenz6 a trabajar en transistdres plana
res de silicio, en el Grupo Microelectrbnica de CITEFA. La

continuidad de trabajo en el tema de dicho grupo y su in-
" sercibn dentro del CENICE (creado en 1977) permite estudiar
la dinémica de crecimiento éecnolégico del Pais en los Gl-
timos cinco ancs, en el &rea.

A partir de los dctos obtenidos de este andlisis, de
las consideraciones citadas antericr.iente y de las tenden-
cias mundiales, se puede estimar la posible evolucibn futu
ra.

En el ano 1978 se obtuvo el primer prototipo de tran-
sistor con caracteristicas comerciales y en 1380 se estaba
produciendo transistores a nivel de Planta Piloto.

-




El disponer de la tecnologia completa de fabricacibn
de transistores ubicaba tecnolbgicamente al Pais en similar
situacibn a la de Estados Unidos en el ano 1960 es decir,

tenfamos 20 anos de atraso.

Ya estd disefado y se encuentra en etapa de desarro-
l1lo de prototipos un circuvito integrado que cuenta cor. 30
componen%es activos y que entrar& en Planta Piloto a fines
de 1982.

Teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el Pais
debido a los aspectos considerados previamente, que surgen
de la experiencia de los dltimos anos de trabajo y suponien

do que se cumple una ley similar a la enunciada por Moore .
" es posible acotar la m&xima velocidad posible de desarrollo
en Microelectrbnica en el Pals.

En la figura se ha representado esta cota junto a la.
ley de Moore. Se puede ver que de darse esta situacién nues
tro crecimiento seria mds veloz que el seguido en los pai-
ses centrales, lo gque resulta enteramente explic;ble va que
el atraso nos da la oportunidad de contar con informacibn y
. equipamiento que obviamente no Jisponian los pioneros, por
lo tanto se debe suponer que al ir disminuyendo la brecha
tecnolbgica disminuya también la velocidad de crecimiento.

Si los recursos no hacen posible aventajar a los paises
lideres, lo razonable es fijar un atraso en el cual se pue-
da evolucionar a la misma velocidad que éstos. Si la deci-
si6n fuera mantener la actual distancia tecnclégica la ve-
locidad de crecimiento serfa la que se indica en la figura
como velocidad minima. Naturalmente resultarfa totalmente
desacnnsejable un programa de menor velocidad de desarrollo
que ésta.
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Resulta interesante observar el desarrollo que ha se-
guido en este tema Brasil, un pais que en cierta medida en
frenta dificultades similares a las nuestras en sus progra
mas de desarrollo tecrocldgico. En el ano 1968 se cref el
Laboratorio de Microelectrbnica en la Universidad de San
Pablo, el que ha venido trabajando sin interrupcibn hasta
la fecha con el objetivo de:

- Formacifn de personal
- Investigaci6n y Desarrollo

- Apoyo a la industria brasilera

De una reciente publicacibn de la U.S.P. se han saca-
do los datos que bermiten determinar los logros .alcanzados.
por el Brasil. El crecimiento en el nivel de integracibn’
ha seguido una ley también similar a lz de Moore y con una
derivada igual a la establecida como de mdxima para la Ar-
gentina. Esto sugiere que el modelo de crecimiento que se -
ha enunciado es cor.ecto y debe ser tenido en cuenta al de
finir -las-peliticas de desarrollo tecnolbgico en-c. &rea.

En el caso de la Argentina, para continuar creciendo

. segin la hip6tesis de mixima velocidad se reguiere una in-

versibén aproximada de 4 millones de d6lares por aho en in-

vestigacifn y desarrollo en Microelectr6nica.
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APENDICE 1

1l.- COMO HACER MAS EFICIENTE EL ESFUERZO QUE CIENCIA Y TEC
NICA REALIZA EN EL AREA:

Disponiendo de un centro de excelencia que garantice
la investigaci6n y desarrollo en el &rea y permita

la formacidn y captacibn de recursos humanos.

Absorbiendo desde resultados de investigacibn bisica
hasta procesos industriales por su elevado nivel y
amplio rango de intereses que va desde principios fi
sicos de dispositivos hasta plantas piloto.

Desarrollzudo capacidad creativa propia que le permi
ta innovar en el &rea.

Facilitando la formaci6n de recursos humanos median-
te cursos de posgrado, entrenamiento técnico especial

y montaje de laboratorios especializados

COMO ASESORAR A ORGANISMOS DEL ESTADO EN NEGOCIACIONES
QUE INVOLUCREN ESTAS TECNOLOGIAS:

Disponiendo de expertos capaces de caracterizar las
tecnologfas que se adquieren.

Evaluando la factibilidad de fabricacién local
Evaluando tecnologias alternativas

Recomendando la inclusifn de cliusulas gue permitan
el accesc de expertos argentinos a informacidn tecno
l6gica que facilite el proceso de puesta a punto de
tecnologfas de interes para'nuestro Pais.
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3.- COMO SATISFACER REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE DISPOSITI
VOS POR PARTE DE LAS FUERZAS ARMADAS, EMPRESAS DE SER-
VICIOS Y/O PRODUCTORAS DE S73TEMAS ELECTRONICOS PROFE-
SIONALES.

- Mediante la fabricacibn er las lineas pil~.to, como se
hace actualmente en el casc de circuitos hibridos, de
dispositivos gue por cualguier razbmn no estén disponi
bles (razones estrat&gicas, de tiempo, de demanda re-

ducida, etc)

4.~ COMO TRANSFERIR AL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL TECNOLO-
GIAS PROPIAS O EXTRANJERAS ADAPTADAS Y PUESTAS A PUNTO.

- Mediante el desarrollo tecnolbgico hasté el nivel de
planta piloto. '

- Adaptando tecnologias disponibles en empresas multi-
nacionales obtenidas mediante negociaciones gracias
al poder de compra del Estado.

5.- COMU FACILITAR EL DESARROLLO DE SISTEMAS ELECTRONICOS
EN EL PAIS

-~ Mediante el disefio de microcircuitos "a medida”
(custom design) a utilizarse en la fabricacifn de
sistemas donde sea requerido por la complejidad,
miniaturizacién, o necesidad de conservar el secre-
to de los circuitos.

6.- COMO GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS COMPO. "NTES QUE SE

PROVEEN A LAS ©F.AA Y ORGANISMOS DEL.ESTADO

- Mediante la emisifn de normas y homolegacién de com
ponentes de acuerdo a é&stas.
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" APENDICE 2

Febrero 17, 1982

CENICE

Centro de Investicaciones en Componentes Electrfnicos

'1.- Objetivos del Grupo:

- Pacilitar el desarrollo de sistemas electrénicos en el

Pais.

Tfansfeﬁir al sector productivo nacional tecnologias

propias o extranjeras adaptadas y puestas a punto.

Satisfacer requerimientos especiales de dispositivor
por parte de las Fuerzas Armadas, empresas de servi-

.cios y/o productoras de sistemas electrbnicos profe-

sional=>s,

Asesorar a Organismos del Estado en megociaciones que
involucren estas tecnologias.

Garantizar la calidad de los componentes que se pro-
veen a empresas, a las Fuerzas Armadas y Organismos
del Estado.

Hacer mids eficiente el esfuerzo gque Ciencia y Técnica
realiza en el &rea. ‘




2.- Evolucibn del Grupo y perspectivas:

Evolucibn:

El CENICE ha evolucionado en los Gltimos 10 anos desde
un pequefo laboratorio sin experiencia en el &rea de la
microelectrSnica hasta disponer hoy de una capacidad in
mediata de responder a los pedidos de dispositivos espe
ciales de mediana y baja complejidad y de alto nivel de
calidad y confiabilidad adecuada para usos militares.
Posee personal entrenado gue puede intervenir en las ne
- gociaciones gue tengan lugar referidos a'esta tecnolo-
gia con idoneidad y experiencia.
Puede reallzar la homologacibén de acuerdo a normas mili
‘tares de componentes ue cualquier procedencia.
Esto se ha logrado pese a gue durante alguncs periodos

de su vida no se ha recibido el apoyo necesario.

Perspectivas:

En el futuro se'podré disponer de la fabricacibn de dis
positiﬁos de complejidad creciente para satisfacer re-
querihients; de las Fuerzas Armadas y del sector profe-
sional, concretar nuevas transferencias de tecnologia a
la industria en la medida que &sta lo reguiera y contar
con un avanzado centro de disefio de circuitos integra-
dos gque permitird resolver exitosamente el desarrollo
local de equipos y sistemas, proveyendo el diseno de los
circuitos integrados especiales, afin en el caso que lue
go éstos no sean fabricados en el Paié; lo que permiti-
r4 que el nivel tecnolbgico de nuestra industria elec-
tr6nica sea comparable al de los paises m&s avanzados y
asegurar cuando sca recesario el secreto de los desarro
llos.

También se podr& contar con una eficiente capacidad de
asesoramiento que permita la realizacidén de negociacio-
nes internacionales gue involucren estas tecnologias.

'

! o
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3.- Provectos actualmente en realizacibn:

- Desarrollo de tecnologia de fabricacibn de circuitos

hibridos de alta confiabilicdad para usos militares.

- Fabricacibn de circuitos hibridos a pedido para el de

s sarrollo de sistemas electrfnicos dentro del &rea de
las Fuerzas Armadas y para satisfacer demandas del sec

tor productivo, especialmente en el &rea de comunica-

ciones y nuclear.

- Investic :cibn de nuevos procesos de fabricacibn decir
cultos hibridos: multicapas, cruces de conductores, a

juste funcional.

.~
£

- Instalacibn de una planta de montaje y encapsulado de

circuitos hibridos e integrados de alta confiabilidad (

- Fabricacibn de transistores bipolares de silicio de a
plicacibn en la industria electrbnica profesional y
militar. -

- Desarrollo de la tecnologia de fabricacién de circui-

tos integrados bipolares.

- Desarrollo de nuevos procesos de fabricacifn de dispo
sitivos semiconductores especiales.

- Diseno de circuitos hibridos e integrados no conven-
cicnales bajo regquerimierto.

- Desarrollo de un sistema de aseyuramiento de calidad
y confiabilidad para componentes electrfnicos.

- Realizacibn de un curso para la formacién de ingenie-
ros en el disefio de circuitos integrados, en colabora
cién con la Universidad de Buenos Aires.

-

- Proyecto para la construccibn de una planta piloto de
tecnologia CMOS.




4.- Medios disponibles por este Centro:

El Centro dispone de los siguientes medios:

- Planta Piloto de Circuitos Hibridos.

Superficie: 193 m2

Equipamiento por valor de: U$S 400.000

Personal: - Profesionales: 4
~ T&cnicos: 3
- Auxiliares: -5

Planta Piloto de Tecnologia Bipolar.

Superficie: . 148 m2

Equipamiento por valor de: U$S 410.000

Personal: - Profesionales: 3
- - Técniccs: 4
- Auxiliares: 3

Laboratorio de Desarrollo.

Superficie: 160 m2

Equipamiento por valor de: US$S 300.000

Personal;. ~ Profesionales: 4
- Técnicos: 1
- Auxiliares: 1'

- Aseguramiento de Calidad.

Superficie: 60 m2 (*)
Equipamiento por valor de: U$S 250.000
Personal: - Profesionales: 2

' - Técnicos: 1

Infraestructura Técnica.

Superficie: 101 m2 (*)
Equipamiento por valor de: US$SS 217.000
Personal: - Profeciorales: 1

- Técnicos: 10

- Auxiliares: 1l
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Superficie: 45 mz (*)

Equipamiento por valor Je: US$E 270.000

- Control Econfmico.
- 2 . e
Superficie: 75 m”~ (ircluye cdepSsito;
Ecuipamiento por valor cde: U$S 17.000

Fersonal: 5
(*) En construccién

Resuments

- Are2 total disponible: 822 m2 (**)
-~ Mrnto del ecuiramisnto: USS 1.865.0006.-
- Perscnal total incluyendo Jefatura y Secreterfa Técni

co-Aéministrativa :

Régimen Cientiiico: i8
Plantel Permanente: 1
CLO: 11
Otros: 21
-~ TOTAL 51

.

(**) De los cuales 206 m‘ est&r en ccnstruccién.

5.~ Fuentes &e financiacibn:

Las fuentes de financiacifn de este provecto son:
DIGID
CITETA
SUBCYT
CONICET
SUBSECOM

o




Recuvrses rec

iridos

Los recurxsos recibidoes en ics dos dltimes ancs son:

1580
En pesos 2.5445.000.000.-
En é&&lares: 1.319.481.-
1ec1
En pesos 5.62€.480.000.-
En dblares: 1.590.000.-
7.- Logrce cientifices v aplicacionas précticas:

4iaQ

Puesta en marcha de los laboratorios y las
loto ¥ 1la

l&nie

71}
'Y

compleia infraestructura necesaraia
trapura, gases ultrzpuros, etc.)

(agu
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IL.a trunsferencia e tecnologia de fabricacibn de cir-

cuitcs hikridos de pelicula gruesa a la industria pr
I'd

vada. ‘ '

I

Fabriczciln de dispositivos especiales para satisfa-
cer requerimientos de las Fuerzas Armadas.

Fabricacidn de dispositivos para el mercac¢o profesio-
nal

(telecomunicaciones) hommologados por empresas 1li-
deres en la materia como ficmens, Thomsorn,

GTE.
Fabricacifn de series de transistores que satisfzcen

las especificacicnes de los actuclmente utilizados por
Fabricaciones Militares.

Obtencibn de transistores de alta frecuencia a reque-

rimiento de la empresa Texas Instruments para una fu-
tura produccidén de los mismecs.




- Dcsarrollo de una capacidad ée diseno que permitird fa
bricar a pedido circuitos integrados de alta confiabi

lidad y complejicad.

- Estudio y desarrollo de los procesos e fabricaciln ée
circuitos hibridos e integrados gQue esté&n conieniacs
en: 192 informes técnicos, 3 especiiicaciones de insu
mo, 8 especificaciones ée mantenirieato, 34 normas de
control, 25 normas de proceso, 1 especificacién de pro

ducto.

8.- Vinculaciones corn otros orcanismos:

- En los sectores ptbliccs nactionales:

. Fabricacicnes Militares

. SUBCYT

. CONICET

. CNEA

. INTZI

. Universidad de Buenos Aires

. Universidad Kacional de Rosario

. Universidad Hacional del Litorzal

- Empi-esas l1ocales:

LACI

. SIEMENS

. GTE

. THOMSON

. ITALTEL

. TEXAS INSTRUMENTS
. ELCOMAT )
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- Universidades y centros tecnollgicos del exterior:

. Massachusetts Institute »f Technology (EE UU)

. Universidacé de Berkeley (EE UU;)

. Universidad cée Delaware {(EE UU}

. LETI - Laboratoire d'Electronigue et de Technclcr
gie de l'information (“rancia)

. In-tﬁtut fur Festkorper Technologie (Alemania)

"« Teletrd8s - Cernirc @z Pesguica e Desenvolvimento

(Brasil)

9.- Puklicaciones, patentes, etc.:

"pesarrollo e trancistores planares de silicio"

C. Cortés, h. Boselli, O. Filipelloc. M. Maciel, J. Aibi

su, J. Bragagnolo

. Presentaéc como ccmunicacifn en..la 61°A Reunidn Cien-
tifica de la Asociacibn Fisica Argentina - Buenos Zi-
res - 16/17 de junio de 1975. Comunicacién A-2 publi-

cada en le revistz de la Asociacién Fisica Zrgentina

(RFA) Vol. 1, N? 4, tomo 2 pé&g. 371 (1976).

"Desarrollo de baterias solares de Cds-Cu,sS”

J. Bragagnolo, J. Albisu, A. Boselli, C. Cortds, J. o-

lirna. .

. Presentado comc comunicacifn en la 61°A Reunidn Cien-
tifica de la Asociacidn Fisica Argentina - Buencs Ai-
res - 16/17 de junio de 1975. ComunicaciSn A 10 publi
cada en la revista de la AFA. Vol 1, N? 4, tomo 2 pé&g
377 (1976).

. Presentado en el :'1? Congreso Latinoamericano de Ener
gia Sclar - Buenos Ajres - 21/25 de julio de 1975. Co
municaci6n E 20. '

. Presentado 2n el 5% Simposio Latincamericano de Fisi-
ca del Estado S6lido. Lima (PerQG) - 14/25 de febrero
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ée 1%77. Conunicacibn 3il.

"Obtencidn y caracterizacidn de peliculas de CEés seri-
grafiades?

J. Bibicu, C. M. Cortés, S. J. Liberman.

. Presentado en la 2?° Reunifn de trabajo de Energfa Sc-
lar. Salta 21/24 de julio cde 1%76.

. Publicado en las Actas respectivas editaéas por lz2 A-

sociacibn Arcentina de IZnerdia Solar.

"2 situacibn energética Nacional”.

J. Albisu, J. A. 2Bragagnclo

. Este estudio fue utilizzéo come Gocumento de trabajc
en la 1° ReuniZn para la coorsinacibn Ge un plan na-
cional de aprovechamiento de la energia solar. Vague-
r{as - C6rdoba - (1975)

“rffocts of Contact Resistance and Dogpant Conceniraticn
in metal - Semiconduct ¢ Coolers".

Carlos M. Cortés, Rober

ot H
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. IEEE Transactions on Elz2ctron Devices, Vol. ED-27, WS
3, marzo 19220 (p&g. 521).

*El Desarrollo de la Microezlectrbnicz en la Argentina”
C. Filipello, R. Sagarzazu

. Presentado en el Concreso Cientifico de Electrbnica -
La Falda (C6rdcba) - Oct. 1579.

. Presentado zn el Simpocio sobre tecnologia de micrce-
lectr6nica. Technical University de Munich - Alemania

. Presentado en el IV Simposio Latinoamericano de la pe
guena y mediana emprecsa - INTI - Bs. As. - Set. 1980.
Publicado en las Contribuciones - Tomo II.

. Presentado en el Congreso sobre Impacto de la Ciencia
y la Tecnologia en el Desarrollio. Universidad del Co-
mahue. Barijloche. 198C.




Estd en trémite la patente de:

"Un nuevo m3todo para le elaboraciln Ge fotorresistores

mejorados®
C. Cortés, J. Albisau

. Patente en tr&mite ante el Fegisiro Kacional de 1le

pieded Indestrial kajo KR? de Acta 2780€3.

"Echo Canceller for a &0 ¥b/s Easzband »Nodem".

G. hgazzi, David A. HoGges, David Messerschmi*ti.







